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ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ Хеч НА ПОВРЕЖДЕНИЕ 
КРЕМНИЯ ПРИ ИОННО-АССИСТИРОВАННОМ НАНЕСЕНИИ Ti
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Нанесение покрытий на поверхность изделий является эффективным 
средством модифицирования свойств изделий. Поэтому актуальным пред­
ставляется изучение массопереноса в тонкопленочных системах и влияние 
на него радиационных воздействий, которые происходят при ионно­
плазменном осаждении покрытий. В данной работе для осаждения Ti по­
крытий на кремний в условиях ионного ассистирования использовали ре­
зонансный источник вакуумной дуговой плазмы (вакуум 10'2 Па). В качест­
ве подложки использовали пластины (100) Si. Отношение плотности пото­
ков ионизированной и нейтральной фракции осаждаемого на подложку 
материала при нанесении покрытий составляло 0.2-0.4, скорость осаждения 
покрытий была 0.3-0.4 нм/мин. Покрытия наносились на исходные пласти­
ны кремния и на пластины, предварительно облученные ионами Хе+. Для 
изучения радиационного дефектообразования и пространственного распре­
деления радиационных дефектов в конструкциях покрытие/подложка при­
меняли метод POP в сочетании с каналированием ионов Не' с энергией 2.0 
МэВ и геометрией рассеяния 0|=О°, 02=12°, 03=168° , а также методику /1/.

Установлен факт насыщения радиационными дефектами поврежден­
ного кремния, при увеличении дозы ионов Хе+, имплантированного в 
кремний уже при значениях порядка 9x10 14 см'2. Нанесение Ti покрытий 
характера зависимости не изменяет. Однако, в процессе облучения асси­
стирующими ионами Ti+ наблюдается тенденция уменьшения слоевой кон­
центрации дефектов, созданных в кремнии при имплантации ионов X ef как 
с Е = 10 кэВ, так и с Е = 20 и 40 кэВ. По-видимому, под воздействием ио­
нов, ассистирующих нанесение покрытий, происходит частичное восста­
новление радиационного повреждения кремния в результате протекания 
диффузионных процессов массопереноса.
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